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論文の内容の要旨

　高温超伝導体（HTS）のボルテックスダイナミックスの解明とその制御の問題は，RTSの応用のための不可

欠の研究課題であるが，まだ十分に解明されるに至っていない。単結晶を用いて各種のピン止め中心を意図的に

導入した系での比較研究がブレークスルーのために重要と考えられている。異方性の非常に大きなBi系と異方

性がそれほどではないY系などではダイナミックスがかなり異なると考えられるが，本論文では異方性の少ない

系に焦点を絞り研究を行った。即ちドープ量をO．5％から4．3％まで系統的に変えたZnドープY－123単結晶を作

成し，そのボルテックスダイナミックスの解明を目的として磁化（M－Hループ）測定及び磁化緩和測定を系統

的に行い，種々の方法によりその解析を試みた。

　まず磁化測定において，HTSの多くの試料で見られるいわゆるピーク効果が比較的低磁場の5丁以下で見ら

れ，ピーク磁場恥，不可逆磁場Hirrは，ZRドープ量とともに単調に減少するのに対して臨界電流密度Jc及びピ

ン止め力密度FpはZnドープが少ない領域で上昇した後急速に減少する事を明らかにし，これはZnドープによ

りピン止め中心が増える効果と超伝導の凝集エネルギーが減少する効果が競合している結果と解釈された。また

磁化緩和過程の測定と解析からクリープ速度の温度依存性に三つの特徴的な領域がありZnドープにより系統的

にシフトする事及び磁場依存性についてもHpの上側と下倒で特徴のある振る舞いをしていること等の新しい事

実を見いだし，ピン止め機構の特徴について考察している。

審査の結果の要旨

　本論文では，ドープ量を系統的に変えたZnドープY－123単結晶を作成し，その磁化測定及び磁化緩和測定を

行い，その系統的な変化を実験的に詳しく明らかにしている。まず磁化測定において，mSの多くの試料で見

られるいわゆるピーク効果が比較的低磁場の5丁以下で見られ，ピーク磁場Hp，不可逆磁場田rrは，Znドー

プ量とともに単調に減少するのに対して臨界電流密度Jc及びピン止め力密度FpはZnドープが少ない領域で上

昇した後急速に減少する事を明らかにし，これはZnドープによりピン止め中心が増える効果と超伝導の凝集エ

ネルギーが減少する効果の競合によると解釈した。また磁化緩和過程の測定からクリープ速度の温度依存性に三

つの特徴的な領域がありZnドープにより系統的にシフトする事及び磁場依存性についてもHpの上側と下側で
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特徴のある振る舞いをしていること等の新しい実験事実を見いだした。資TS一般に広く見られるピーク効果の

共通の起源は，必ずしも明らかに出来なかったが，これまでに調べられていなかった系について単結晶作成を含

めて系統的な実験結果が得られたことは高く評価できる。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。

一278一


